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Variacao da Resistividade Elétrica com
a temperatura: Curva Tipica

Contribuicdes para a ,0 — /00 + a-l-2 + b-I-S

resistividade:

- Defeitos da Rede
- Elétrons

- Vibracoes da rede
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Minimo de Resistividade: Impurezas
magneéticas em metais e o Efeito
Kondo
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Efeito Kondo e a Correlacao Eletrbnica

High T - weak coupling Low T - strong coupling
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Modelo de Anderson

H=) 6@ 8, + ) Eany + D Vi(d s 8, + a4 &)+ Up
ko g ko

Interacao entre elétrons no mesmo orbital
favorece estados com elétrons
desemparelhados e consequentemente com
um dado momento magético.




Hamiltoniana de Kondo
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Processos de ordem maior que envolvem espalhamento com transicao de spin
contribuem para a divergéncia logaritimica da resistividade.




Ponto Quantico
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Bloqueio de Coulomb

005F T T ' T3 -1.0fF A —
Vg =-475mV | a3l 1o 3
P e
0.04 . €29 Tl
: T
=
£ o | I
~ : -10.0 -9.5 -9.0
< Eﬂ v, (V)
0.01 = E
o k
>
L
0.00 5
1.830 1.835 1.840 1.845
Wy, (V)
N=0
-2.1
-10 0 10

Source-drain voltage (mV)

e
Vbl as C_ ors ‘ 0.80 0.5 0.90
d D
e g
kBT < o
Cd




Virz (V)
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Transistor de Elétron Unico

O campo elétrico pode controlar o gap entre
R os estados, permitindo ou ndo a passagem
de elétrons.




Nanotubos de Carbono como Pontos
Quanticos




Carbono: Formas Alotrdpicas




A Folha de Grafeno e o Nanotubo de

Carbono

Cutting line
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Tipos de Nanotubo

armchair zigzag

n,0) 121G ZAG




Algumas Relacoes Importantes

Ch=hnat+ ma




Algumas Relacoes Importantes
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Critérios para o Carater Metalico

 Em um nanotubo metalico a circunferéncia do
tubo deve conter um numero inteiro de
comprimentos de onda do elétron.

e Com isso, dos varios estados metalicos
presente no grafeno, apenas alguns poucos

Cutting line

permanecerao no nanotubo.

2N+ m=3p




Critérios para o Carater Metalico

2n+m=3p

armchair:
(n=m#0)
metalico

zigzag:

(nZ0 em= 0)

metalico para n multiplo de
do contrario semicondutor

armchair




Nanotubo Semicondutor




Efeito Kondo em Nanotubos




Ressonancias
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